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AlGaN Deep UV LEDの高効率化の検討 

Improvement of the Efficiency of AlGaN-based Deep UV LED  
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[はじめに]  AlxGa1-xNを用いたDeep UV LED (DUV LED) はその波長選択性、低環境負荷、小型など

の利点により、水銀ランプの代替光源として期待され、その開発が加速している 1-3)。今回、結晶構造およ

び電極形成時の条件最適化により、ピーク波長 270nm（バンドギャップエネルギー：Eg=4.59eV）において

350mA駆動時の順方向電圧が 5.2V という低電圧化に成功した。 

[実験] サファイア基板上にAlN、u-AlGaN、n-AlGaN、AlGaN/AlGaN多重量子井戸構造、電子障壁層、

p-GaN層を順にMOCVD法により結晶成長し、ピーク波長 270nmで発光する DUV LEDを作製した 1)。

p-GaNコンタクト層の厚み、キャリア濃度、 p , nコンタクト電極の形成条件を検討することにより、最適化を

実施した。電極形成後の DUV LEDを 1mm□のチップに加工し、3.5mm□の SMDパッケージにフリップ

チップ実装した。パッケージ実装後の DUV LEDは積分球を使用し Continous Wave (CW) にて測定し

た。 

[結果]  270nmの I-L、I-V特性を図1に示す。 

パッケージ実装後の CW測定において、光出

力 33mW@350mA、順方向電圧 5.2V@350mA

となり、この時の外部量子効率は 2.05%、電力

変換効率は 1.81%であった。この際のダイオー

ド抵抗は～1Ωと非常に低い値が得られた。ま

た、電極条件最適化後の p コンタクト抵抗は

1.8x10
-3Ω・cm

2、n コンタクト抵抗は 6.0x10
-3

Ω・cm
2であった。当日は長期通電試験に関し

ても報告する。 
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